SEM-изображение монокристаллического кремния Si(111)
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Мы распылили силицид марганца(Mn4Si7) в постоянном и радиочастотном режимах на поверхность монокристаллического кремния Si (111) с помощью магнитного пылесоса Epos PVD, а затем получили изображения SEM.
Исследования показывают, что слои Mn4Si7 размером ≤ 40 нанометров могут быть выращены на поверхности кристалла Si методом магнетронного распыления, но кристалл Si не образует полноразмерный слой Mn4Si7. При термическом нагреве при температуре 300÷750 К в тонком покрытии Mn4Si7, выращенном в вакуумных условиях, наблюдались пузырьки наноразмера, которые затем лопались и образовывали дефекты наноразмера. Затем при температуре 750 К дефекты сузились и образовали одно тонкое покрытие Mn4Si7 (рис. 1) [1-3].
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Рис. 1. Изображение тонкой плёнки Mn4Si7 до и после нагрева до 300÷750 К
[bookmark: _GoBack]	В результате анализа измеренных термоэлектрических свойств мы пришли к выводу, что «ионно-плазменный» метод является более эффективным для производства высококачественных термоэлектрических материалов. Полученные плёнки можно использовать в датчиках для ИК-и УФ-детекторов. 
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